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1.背景・目的 

有機薄膜トランジスタ(OTFT)は溶液プロセスを用いることで低コストに作製できることが期待

されている。われわれは、大気中安定性に優れ、高キャリア移動度が期待できるベンゾジチオフ

ェンダイマー(BDT-dimer)誘導体の薄膜を用いた OTFT を検討している。[1]今までに、図 1 に示す

BDT-dimer の両端をブチル基で修飾した 2C4-BDT-dimer の真空蒸着膜を用いた OTFT では最大キ

ャリア移動度 1.8 cm
2
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-1が得られている。[2]本研究ではフローコート法により 2C4-BDT-dimer 薄

膜を形成し、それを用いた OTFT の作製を検討した。 

2.実験方法 

まず、n
+
-Si/SiO2基板をフェニルトリクロロシラン(PTS)雰囲気下に 30 分間置き、SiO2絶縁膜表

面の疎水化処理を行った。次にフローコート法を用いて 2C4-BDT-dimer 薄膜を作製した。今回は

トルエンと o-ジクロロベンゼンの 2 種類の溶媒を用いて成膜を行った。溶媒にトルエンを用いた

場合は濃度 0.3 wt%の 2C4-BDT-dimer の溶液を調製し、基板加熱温度は 50~80 ℃で成膜した。溶

媒に o-ジクロロベンゼンを用いた場合は濃度0.2 wt%の溶液を調製し、基板加熱温度は 100~160 ℃

で成膜した。どちらの場合もフローコート速度の範囲は 5~20 µm/s であった。最後にソース・ド

レイン電極として金をマスク蒸着した。図 2には作製した OTFT の構造を示す。 

3.結果 

平均キャリア移動度は、全ての基板加熱温度でフローコート速度が 10 µm/s の時に最も高い値が

得られた。その場合の基板加熱温度と平均キャリア移動度の関係を図 3 に示す。基板加熱温度が

50 ℃のときには平均キャリア移動度は 0.64 cm
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-1 で、基板加熱温度が 100 ℃になると 0.91 

cm
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-1まで向上し、最大キャリア移動度 1.6 cm
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-1を得ることができた。しかし、基板加熱温

度が 130 ℃では平均キャリア移動度は 0.58 cm
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-1、160 ℃では 0.22 cm
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-1と低下した。顕微

鏡による 2C4-BDT-dimer 薄膜の観察では、基板加熱温度が 130 ℃以上になるとクラックが生じて

いることが確認できた。そのため 130 ℃以上では、キャリア移動度が低下したと考えられる。 
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図 1 2C4-BDT-dimer の構造 

図 2 作製した OTFT の構造 

 

図 3 フローコート速度 10 µm/sにおける 

平均キャリア移動度と基板加熱温度の関係 
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